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【序】SiNx 膜の表面パッシベーション技術は

結晶シリコン太陽電池製造工程における重要

な技術の一つである．高い生産性を示すことか

ら，多くの SiNx 膜はプラズマ CVD 法により

形成されている．しかし，プラズマ CVD法に

よる SiNx 膜の形成にはシリコン表面に結晶欠

陥が導入されてしまう．本研究では，プラズマ

CVD 法で導入される結晶欠陥の導入機構と表

面形状の関係について議論する． 

【実験】シリコン基板上に SiNx 膜をプラズマ

CVD法によって製膜を行った．膜厚は約 80 nm

とした．原料ガスには SiH4と NH3を用いた．

製膜後，RTA装置による熱処理(600 
o
C, 30sec, 

N2雰囲気)を行った．少数キャリアライフタイ

ムの測定は光伝導減衰法(Sinton Instruments，

WCT-120)で行った．また，SiNx膜とシリコン

基板界面の結晶構造評価を透過型電子顕微鏡

(JEOL, JEM-2100)で行った．表面形状と結晶欠

陥の関係についてはテクスチャ構造付きウェ

ハを用いて評価を行った． 

【結果】図 1にテクスチャ構造付きウェハ上に

製膜した SiNx 膜/シリコン基板界面の透過型

電子顕微鏡像を示す．エッチング処理によって

テクスチャの表面形状を変化させた 2 つの試

料の結果を示している．図 1(a)では結晶欠陥の

層はテクスチャ構造のトップ部分で最も厚く，

トップ部分から離れるに従って薄くなってい

ることがわかる．対して，図 1(b)ではテクスチ

ャ構造のトップ部分の広い範囲で厚い結晶欠

陥の層が形成されている．テクスチャの表面形

状が変化している点近傍から，結晶欠陥の層は

急激に薄くなっていることがわかる．これらの

結果から，プラズマ CVD製膜時にシリコン基

板表面に導入される結晶欠陥の面内方向，深さ

方向のバラつきは，シリコン基板表面形状に大

きく寄与していることがわかる． 

製膜前後のシリコン基板のバルクライフタ

イム測定の結果から，バルクライフタイムは半

分以下に低下していた．これは，シリコン基板

表面に導入された結晶欠陥によって，基板表面

でのキャリア再結合が増加したためと考えら

れる．上記の結果を基に，結晶欠陥導入機構と

表面形状，基板表面におけるキャリア再結合に

ついて議論を行う． 
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